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/MoS2/h-BN ヘテロ構造 FET を作製し、電気伝
導特性と光応答特性に関する研究を本年度実
施した。	
図５に VG=0.5 V、VDS=1.0 V における h-
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図５	 h-BN	/MoS2/h-BN ヘテロ構造 FET








数理物質科学研究科物理学専攻修士論文（2019 年 3 月）	
1. 綾野	 智貴：「h-BN/MoS2積層薄膜電界効果トランジスタ構造の局所光励起マッピン
グ」	
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1. 科学研究費	基盤研究 B	 「ヘリカル THz 波による二次元電子系局所励起効果の解明」
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村	晋太郎）	
2. 科学研究費	新学術領域研究	「光-電子スピン-核スピン格子ハイブリッド系の量子コ
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題番号:	18K18726，平成３０年度：直接経費	 5,100,000 円（研究代表者：野村	晋太
郎）	
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